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【緒言】 

近年、豊富な鉱物資源の熱電特性に注目した

研究が NIMS・森や広島大・末國らから報告さ

れている。たとえば、硫化銅の界面抵抗を小さ

くすれば、673K の高温熱源を利用したときに

熱電変換効率𝜂𝑚𝑎𝑥 = 7.8%が得られると報告

されている[1]。 

一方、我々は黄鉄鉱（FeS2）に注目している。

黄鉄鉱は硫化鉄鉱の一つであるが、鉄と硫黄の

クラーク数が鉄は 4番目、硫黄は 15番目に大

きいことから、やはりこれも資源量が豊富な鉱

物資源といえる。ゼーベック係数は状態密度曲

線の急峻さに関係するが、黄鉄鉱は光吸収係数

が極めて高く、状態密度が大きい場合、フェル

ミ面の位置を最適化すれば高いゼーベック係

数も期待できる。そこで我々は硫化鉄の化学量

論比を変化させキャリア量を調節した薄膜を

作製し、熱電特性などの電子物性を評価した。 

【実験方法】 

薄膜は PLD 法で成膜した。その際、プルー

ムにバイアス電圧を印加することで、化学量論

比の制御を図った。酸化亜鉛の場合は、この方

法により、Znと Oの成分比が変化することが

報告されており[2]、今回はこの方法を硫化鉄薄

膜作製に応用した。Nd:YAGレーザー（4倍波

266nm：繰り返し周波数 10Hz）、をアブレーシ

ョン用の励起光パルスとして用い、室温の石英

基板上に 0.2W（20mJ/pulse）×120min、0.4W

（40mJ/pulse）×60min で成膜した。バイアス

電圧として基板-ターゲットホルダ間に設置し

たメッシュ状のモリブデン製電極に 0V、±50V、

±100Vを印加した。薄膜試料は XRDで相同定

をし、SEM-EDXで化学量論比、熱電評価装置

により室温での導電率・ゼーベック係数を評価

した。 

【結果】 

XRD測定の結果、作製した薄膜で Fe7S8、FeS2

のピークが確認でき、メインピークは FeS2で

あった。SEM-EDX測定の結果、印加電圧を加

えると極性によらず硫黄の成分比が増加した。

それに伴い、ゼーベック係数も増加し、導電率

も微増した。これはバイアスにより薄膜の硫黄

欠損が抑制されてキャリア濃度が減少した一

方、移動度が増加したことが考えられる。出力

因子は、+100V印加成膜時が 7.18W/mK2、±50V

印加成膜時が 2.03W/mK2であった。 
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